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(57) Abstract: The invention relates to a method for separating surface-mountable semiconductor components (1) and for fitting
external contact surfaces to said components. According to the invention, semiconductor components are applied to a metal support
(4) in rows (5) and columns (6) in corresponding semiconductor component positions (7) of said support (4). A plurality of semi-
conductor component positions (7) with their respective components are then potted in a plastic housing mass (8), thus producing
O 2 composite board (3), which is then separated into individual semiconductor components (1) by laser ablation, said components
= receiving a laser inscription on their upper faces (13). Said upper faces (13) can then be stuck to an adhesive film, so that it is possible
g to expose the undersides whilst maintaining the semiconductor component positions (7).

\o (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vereinzelung von oberflichenmontierbaren Halbleiterbauteilen
(1) und zur Bestiickung derselben mit AuBenkontaktflichen. Dazu werden Halbleiterbauteilkomponenten auf einen metallischen
Tréger (4) in Zeilen (5) und Spalten (6) in entsprechenden Halbleiterbauteilpositionen (7) des metallischen Trigers (4) aufgebracht.
Anschliefend werden eine Vielzahl von Halbleiterbauteilpositionen (7) und die dort befindlichen Komponenten in eine Kunststoff-

e
=

gehdusemasse (8) eingebettet,

[Fortsetzung auf der niichsten Seite]
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wodurch eine Verbundplatte (3) entsteht, die anschlieBend durch Laserablation in einzelne Halbleiterbauteile (1) getrennt wird,
welche mit Hilfe der Lasertechnik ihren Oberseiten (13) beschriftet werden. Diese beschrifteten Oberseiten (13) kénnen dann auf
eine Klebstofffolie aufgeklebt werden, so dass es mdglich ist, die Unterseiten unter Beibehaltung der Halbleiterbauteilpositionen (7)

frei zu legen.
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Beschreibung

Verfahren zur Vereinzelung von oberfldchenmontierbaren Halb-

leiterbauteilen und zur Bestiickung derselben mit AuBenkontak-

ten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vereinzelung von o-
berflichenmontierbaren Halbleiterbauteilen und zur Bestiickung

derselben mit AuBenkontaktflédchen.

Derzeit werden Leadless—Gehiduse, wie beispielsweise TSLP-
(thin small leadless package)-Gehduse mittels eines Trenn-—
schleifprozesses vereinzelt. Dazu wird zundchst ein metalli-
scher Trager, auf dem eine Vielzahl von Halbleiterbauteilen
auf einer gemeinsamen Platte aus einer Kunststoffgehdusemasse
angeordnet sind, chemisch abge&dtzt, so dass nun freiliegende
Verdrahtungsstrukturen, die ursprﬁnglich auf dem metallischen
Trager angeordnet waren, frei zugdnglich sind. Dadurch konnen
entsprechende metallische Kontaktfl&chen der Verdrahtungs-
strukturen zu AuBenkontaktflichen beschichtet oder mit Aulien-

kontakten bestiickt werden.

Eine Vielzahl der Halbleiterbauteile wird unter der gemeinsa-
men sog. "Moldkappe", die im Folgenden Verbundplatte genannt
wird, in eine gemeinsame Kunststoffmasse eingebettet. Die
Verbundplatte vereinigt die unterschiedlichsten Komponenten
der Halbleiterbauteile, wie Halbleiterchips, Verbindungsele-
mente, AuBenkontaktfldchen usw., in einem plattenfédrmigen
Kunststoffkorper, der anschlielend nach dem Bestlicken mit den
AuRenkontaktflichen sdgetechnisch in einzelne oberflachenmon-
tierbare Halbleiterbauteile aufgetrennt wird. Dazu wird die
Verbundplatte auf eine Sagefolie geklebt und anschliefend

werden auf dieser Sigefolie mittels einer Waferséage die Halb-
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leiterbauteile singuliert. Auf der S&gefolie sind die Halb-
leiterbauteile nach dem Singulieren derart angeordnet, dass
sie liber die AuBenkontaktfldchen bzw. die AuBenkontakte auf
ihre Funktionsfidhigkeit getestet werden konnen, bevor sie von
der S&dgefolie abgenommen und in entsprechende Transportgurte

verpackt werden.

Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass die bekannten Trenn-
schleifprozesse zur Vereinzelung der Halbleiterbauteile auf-
grund der hohen Belastung der Kunststoffgehduse und dem Ver-
schleiB der Siageblitter wdhrend dieser Fertigungsvorgédnge

diese Trennschleiprozesse prozesstechnisch aufwendig sind.

Ein Grund die Ausfallquote nach dem Trennschleifen ist darin
zu sehen, dass nicht nur der metallische Trager weggeschlif-
fen wird, sondern auch die angrenzende Verdrahtungsstruktur

in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, mit
dem die Fertigung oberfldchenmontierbarer Halbleiterbauteile
erleichtert wird und die AusschuBrate bei der Fertigung ver-
mindert wird. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, eine Be-
schriftung der Bauteile in den Bauteilpositionen einer Ver-
bundplatte zu ermdglichen, bevor die Halbleiterbauteile wei-

ter verarbeitet werden.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhdngigen An-
spriiche geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung

ergeben sich aus den abh&dngigen Anspriichen.

ErfindungsgemdB wird ein Verfahren zur Vereinzelung von ober-
fliachenmontierbaren Halbleiterbauteilen und zur Bestilickung
derselben mit AuBenkontaktflachen angegeben. Das Verfahren

weist dazu nachfolgende Verfahrensschritte auf.
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Zunidchst wird eine Verbundplatte auf einem perforierten me-
tallischen Triger hergestellt, der in Zeilen und Spalten an-
geordnete Halbleiterbauteilpositionen aufweist. Der metalli-
sche Trager kann auch mehrere Verbundplatten aufweisen. Fir
eine derartige Verbundplatte werden Komponenten mehrerer
Halbleiterbauteile in eine gemeinsame Kunststoffgehdusemasse
eingebettet. Dazu weist die Verbundplatte auf ihrer Untersei-
te eine Verdrahtungsstruktur mit Metallkontakten zum metalli-
schen Trdger hin auf. Die Oberseite der Verbundplatte wird
von einer ebenen Fliche der gemeinsamen Kunststoffgehdusemas-

se aller Halbleiterbauteile einer Verbundplatte gebildet.

In einem nichsten Schritt werden Trenngrdben in die Kunst-
stoffgehidusemasse der Verbundplatte mittels Laserablation zum
Vereinzeln der Halbleiterbauteilpositionen eingebracht. Dazu
umgeben die Trenngriben die Halbleiterbauteilpositionen. Die
Tiefe der mit Laserablation eingebrachten Trenngrdben wird

durch den metallischen Trédger begrenzt.

Nach dem Einbringen der Trenngrédben kann wiederum mittels La-
serablation eine Bauteilbeschriftung auf den Oberseiten der
Kunststoffgehduse in den jeweiligen Bauteilpositionen aufge-
bracht werden. Nach dem Beschriften der Kunststoffgehduse der
Halbleiterbauteile wird auf die Oberseiten der Kunststoffge-
hiuse eine gemeinsame Klebstofffolie als Haltestreifen aufge-
bracht. Nun kann, ohne dass die Halbleiterbauteile einer Ver-
bundplatte auseinander fallen, der metallische Trédger unter
Beibehaltung der Halbleiterbauteilpositionen auf der Kleb-
stofffolie und unter Freilegen der auf der Unterseite der

Verbundplatte angeordneten Metallkontakte, entfernt werden.
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Die freiliegenden Metallkontakte werden nun mit oberfldchen-
montierbaren KontaktauBenfldchen verstarkt. Auch dieses Ver-
stdrken kann durch eine entsprechende Beschichtung gleichzei-
tig fir die Vielzahl der Metallkontakte der einzelnen Halb-
leiterbauteile geschehen, ohne dass ein einzelnes Bestilicken
von einzelnen AuBenkontaktfl&chen in jeder der Metallfl&dchen-
positionen erforderlich wird. Nachdem somit Auflenkontaktfl&-
chen geschaffen sind, kann die Funktionsfédhigkeit der Halb-
leiterbauteile noch auf der Klebstofffolie durch Kontaktieren
der aufgebrachten frei zugadnglichen Aubenkontaktfldchen ge-
priift werden. AnschlieBend werden die Halbleiterbauteile un-
ter Abnehmen funktionstiichtiger und beschrifteter Halbleiter-

bauteile von der Klebstofffolie vereinzelt.

Dieses Verfahren zum Vereinzeln von Halbleiterbauteilen und
zum Aufbringen von AuBenkontaktfldchen fir oberflidchenmon-
tierbare Halbleiterbauteile hat den Vorteil, dass fertigungs-
technisch unkritische Verfahrensschritte durchgefihrt werden
kénnen. Anstelle des &duBerst kritischen Aussédgens von Halb-
leiterbauteilen auf einer Klebstofffolie wird mit diesem Ver-
fahren, noch wahrend die Halbleiterbauteile auf dem metalli-
schen Tr&dger in Form einer Verbundplatte zusammengehaltenen
werden, ein schonender Laserabtrag eingebracht. Die Laser-
trenntechnik erméglicht es, dass die Trennspuren in Form von
Trenngrdben in ihrer Breite gegenliber den S&gespuren, die von
der Dicke der S&geblitter abhidngig sind, vermindert werden

kbnnen.

Weiterhin hat dieses Verfahren den Vorteil, dass die Kleb-
stofffolie fiir ein gemeinsames Aufbringen einer Vielzahl von
AuBenkontaktflidchen auf die Unterseiten der Halbleiterbautei-
le genutzt werden kann. SchlieBlich kann das Einbringen der

Trenngrdben mittels Laserablation mit dem Beschriften der e-
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benen Oberflichen der Halbleiterbauteile geeignet kombiniert
werden. Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass
das Einbringen der Trenngrdben relativ unabhdngig von Wolbun-
gen der Verbundplatte ist. Es ist folglich nicht notwendig,
wie bei dem sigetechnischen Trennverfahren, die Verbundplatte
auf einer entsprechend formstabilen S&gefolie anzuordnen, die
keinerlei oder nur &uBerst geringe Verwdlbung der Verbund-

platte beim Anbringen der S&dgefugen toleriert.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung werden im
Anschluss an das Testen der Funktionsfdhigkeit der Halblei-
terbauteile und im Anschluss an das Vereinzeln der Halblei-
terbauteile diese von der Klebstofffolie in einen Transport-
gurt verpackt. Ein Beschriften der einzelnen Bauteile ent-
f41lt, denn auch dieses ist bereits fir viele Bauteile
gleichzeitig auf der Oberseite der Verbundplatte bzw. auf ei-
nem metallischen Trager geschehen. Sowohl die visuelle Kon-
trolle als auch die messtechnische Uberpriifung der Halblei-
terbauteile zeigt, dass die Ausschussrate durch das erfin-
dungsgemife Verfahren geringer werden konnte und somit eine
groBere Anzahl an funktionsfahigen Halbleiterbauteilen pro

Charge versandt werden kodnnen.

Die Verdrahtungsstruktur mit Metallkontakten auf der Unter-
seite der Verbundplatte wird zun&chst durch selektive galva-
nisches Abscheiden von Metallstrukturen auf dem metallischen
Triger in einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung
hergestellt. Dazu wird vorzugsweise der Trager aus einer Kup-
ferlegierung gebildet, wobei in den jeweiligen vorgesehenen
Halbleiterbauteilpositionen nicht nur Metallkontaktfléachen
abgeschieden werden konnen, sondern Verbindungsleitungen her-

gestellt werden koénnen, die eine elek-trische Verbindung zwi-
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schen Metallkontaktfldchen und Kontaktflédchen der Halbleiter-
chips tiber Bonddrdhte oder Flipchip-Kontakte ermdglichen.

Auf diese Verdrahtungsstruktur wird vorzugsweise in den Halb-
leiterbauteilpositionen vor dem Aufbringen einer Kunststoff-
gehdusemasse ein Halbleiterchip aufgebracht und dieser wird
tiber Verbindungselemente mit der Verdrahtungsstruktur elekt-
risch verbunden. Sowohl die Verdrahtungsstruktur auf dem me-
tallischen Triger als auch der Halbleiterchip sowie seine
Verbindungselemente zu der Verdrahtungsstruktur bilden Kompo-
nenten eines Halbleiterbauteils einer Halbleiterbauteilposi-

tion.

Dazu kann der Halbleiterchip mittels Klebetechnik auf die
Verdrahtungsstruktur aufgebracht werden. Wenn ein elektri-
scher Kontakt zu der Verdrahtungsstruktur herzustellen ist,
kann diese Klebetechnik auch mit einem Leitklebstoff durchge-
fithrt werden. Andere bevorzugte Méglichkeiten, den Halblei-
terchip elektrisch mit der Verdrahtungsstruktur zu verbinden,
bilden L&ttechniken, wobei sowohl eutektische Lottechniken
als auch Diffusionsldttechniken sowie Weichlottechniken, ins-
besondere mit bleifreien Loten fiir das Aufbringen der Halb-
leiterchips auf die Verdrahtungsstruktur zur Verfligung ste-

hen.

Als Verbindungselemente zwischen entsprechenden Kontaktfla-
chen des Halbleiterchips und der Verdrahtungsstruktur werden
Bonddrihte oder Flipchip-Kontakte eingesetzt. Fir das Anbrin-
gen von Bonddrdhten wird der Halbleiterchip mit seiner Rick-
seite auf der Verdrahtungsstruktur fixiert und anschliefend
werden entsprechende Kontaktanschlussfléchen der Verdrah-
tungsstruktur tiber Bonddréhte mit entsprechenden Kontaktfla-

chen auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips verbunden.
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Bei Halbleiterchips mit Flipchip-Kontakten werden diese auf
entsprechende Kontaktanschlussflachen geldtet, die in GroRe,
struktur und Anordnung der Grohe und Anordnung der Flipchip-

Kontakte des Halbleiterchips angepasst sind.

Nachdem die Komponenten, wie die metallischen Kontaktfl&dchen
der Verdrahtungsstruktur, die Verdrahtungsstruktur selbst,
der Halbleiterchip und die entsprechenden Verbindungen zur
Verdrahtungsstruktur hergestellt sind, wird auf eine Vielzahl
von Halbleiterbauteilen eine gemeinsame Kunststoffgehdusemas-
se aufgebracht, um eine Verbundplatte auf dem metallischen
Trager herzustellen. Dabei kénnen mehrere Verbundplatten hin-
tereinander auf einem derartigen metallischen Tr&ger positio-
niert werden, wobei nun die Kunststoffgehausemasse in einem
bevorzugten Durchfithrungsbeispiel des Verfahrens mittels ei-
nes Dispensionsverfahrens aufgebracht wird. Bel diesem
Dispensionsverfahren werden die Komponenten in den Halblei-
terbauteilpositionen in die Kunststoffgehausemasse eingebet-

tet.

Eine weitere Moglichkeit des Einbettens der Komponenten be-
steht mit Hilfe von Spritzgussverfahren, bei denen unter ho-
hem Druck die Kunststoffmasse einer Verbundplatte in entspre-
chende Spitzgussformen eingepresst wird, wobei der hohe Druck
dafiir sorgt, dass sdmtliche Zwischenrdume zwischen den Kompo-

nenten vollstidndig von Kunststoffmasse aufgefiillt werden.

Nach dem Ausformen des metallischen Trigers mit seinen aufge-
brachten Verbundplatten aus der Spritzgussform kann nun das
Einbringen der Trenngridben in jeder der Verbundplatten bzw.
der Kunststoffmassen der Verbundplatten durchgefihrt werden.
Nach dem Einbringen der Trenngridben, welche die Halbleiter-

bauteile umgeben, ist die Laserenergie des Lasergerdtes flr
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ein Beschriften der Oberseite der Kunststoffmasse gegeniiber
der Laserenergie fiir das Einbringen der Trenngrdben herunter-
zufahren, so dass mit verminderter Laserenergie nun die Be-
schriftung auf die Vielzahl der entstandenen Halbleiterbau-
teile, die noch auf dem metallischen Trager fixiert sind,

aufgebracht wird.

Nach der Beschriftung der Oberflidchen folgt das Aufbringen
einer Klebstdfffolie, wobei diese Klebstofffolie mit einer
Perforation versehen wird, bevor sie als Haltestreifen auf
die Kunststoffgehiusemasse der Halbleiterbauteilpositionen
aufgeklebt wird. Mit Hilfe dieser Perforation der Klebstoff-
folie kann jedes der Halbleiterbauteile in den Halbleiterbau-
teilpositionen verbleiben und dennoch gemeinsam mit den ande-
ren Halbleiterbauteilen weiter bearbeitet werden. Dazu er-
folgt das Entfernen des metallischen Tr&gers unter Beibehal-
tung der Halbleiterbauteilpositionen auf der Klebstofffolie
mittels Nassidtzen. Neben dem Nassidtzen kann der Trdger auch
durch Plasmaitzen, das als Trockendtzverfahren bekannt ist,
entfernt werden oder auch mittels Laserablation abgenommen

werden.

Bei dem Entfernen des Trédgers werden nun mindestens die Me-
tallkontakte auf der Unterseite der Halbleiterbauteile frei-
gelegt. Diese Metallkontakte koénnen iliber die Verdrahtungs-
struktur mit den eingebetteten Verbindungselementen mit dem
Halbleiterchip elektrisch in Verbindung stehen. Diese Metall-
kontakte werden nun zu oberflidchenmontierbaren Aulenkontakt-
flichen vorzugsweise mittels Lottechnik verstdrkt. Andere
Verstarkungsméglichkeiten bestehen darin, dass die oberflé&-
chenmontierbaren AuBenkontaktflidchen mittels galvano-chemi-

scher Abscheidung aufgebracht werden oder das Verstdrken der
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Metallkontakte zu oberflidchenmontierbaren Aubenkontaktflédchen

mittels stromloser Abscheidung von Metallen erfolgt.

Zusdtzlich zu den AuRenkontaktflichen kodnnen auf die funkti-
onsfihigen Halbleiterbauteile vor einem Abnehmen von der
Klebstofffolie auch Lotkugeln aufgeldtet werden. Diese Lotku-
geln als AuBenkontakte haben den Vorteil, dass sie Jje nach
Aufbau und Strukturierung einen begrenzten Ausgleich zwischen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten und eine begrenzte Damp-
fung von Thermospannung zwischen einem oberfldchenmontierba-
ren Halbleiterbauteil und einer tibergeordneten Schaltungspla-

tine bilden konnen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit Hilfe des Lasers
der gesamte metallische Trager mit mehreren Verbundplatten zu
Halbleiterbauteilen strukturiert werden kann. Dazu wird der
"Moldcompound"” bzw. die gemeinsame Kunststoffgehdusemasse bis
auf den metallischen Tr&ger hinunter in entsprechenden Trenn-
graben abgetragen, ohne dass der metallische Trédger, der eine
Kupferlegierung sein kann, beschadigt wird. Ein derartiger
sog. "Precut-Laser"” kann nach dem Strukturieren mit verrin-
gerter Leistung die einzelnen Bauteile bereits beschriften.
AnschlieBend ist es mdglich, die in den Halbleiterbauteilpo-
sitionen aufgetrennten, doch noch iliber den metallischen Tra-
ger zusammengehaltenen Halbleiterbauteile in der Galvanik
durch Abitzen des Trigers voneinander zu trennen, so dass sie

nur noch durch die Klebefolie zusammengehalten werden.

Danach konnen die Kontaktfldchen der einzelnen Halbleiterbau-
teile chemisch-metallisch beschichtet werden, um AuBenkon-

taktfldchen fiir die oberfldchenmontierbaren Halbleiterbautei-
le herzustellen. Die Klebefolie mit den anhaftenden Halblei-

terbauteilen und ihren AuBenkontaktfléchen kdnnen dann im
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Priiffeld die Funktionstiichtigkeitsprifung der Halbleiterbau-

teile ermdglichen. Danach werden die funktionstichtigen Bau-

teile direkt von der Klebstofffolie in einen entsprechenden

Transportgurt Utbertragen.

Somit hat das erfindungsgemdBe Verfahren die folgenden Vor-

teile.

1.
2.
3.

Eliminieren des Trennschleifprozesses;

Reduzieren der Sidgespurbreite auf ein Minimum;

Einsatz von diinneren und dadurch giinstigeren Klebefolien
als beim Sdgetrennprozess;

Eine Handhabung von einzelnen Verbundplatten ist nicht
notwendig, da die kleinste Einheit beim Vereinzeln, beim
Laminieren der Klebstofffolie und bei der Galvanik die
GréBe des urspriinglichen Trégers ist;

Ein gesonderter Reinigungsschritt wie das sog. "Spinc-
leaning", wie es nach dem Sagen erforderlich ist, kann
entfallen;

Ein Durchbiegen von Verbundplatten aufgrund der Kunst-
stoffgehidusemasse, dadurch dass als Kunststoffgehduse-
masse niederviskose Pressmassen verwendet werden, ist
unkritisch bei diesem Verfahren, da direkt nach dem sog.
"Molden" oder SpritzgieBen ein Entlastungsschritt, der
sog. "Precut" durchgefiihrt werden kann; und

Ein Singulieren von nicht rechteckigen Halbleiterbautei-

len ist moglich.

Die Erfindung wird nun anhand der beigefligten Figuren né&her

erliutert.

Figur 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen metal-

lischen Tréager mit 4 aufgebrachten, teilweise in
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Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

10

Bauteilpositionen getrennte Verbundplatten mit ei-

ner Vielzahl von Halbleiterbauteilpositionen;

zeigt eine vergroRerte schematische Draufsicht auf

einen Ausschnitt B der Figur 1;

zeigt eine schematische Seitenansicht des metalli-

schen Tragers mit aufgebrachten Verbundplatten;

zeigt eine vergrdferte schematische Seitenansicht

eines Ausschnitts A der Figur 3;

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Kleb-
stofffolie, die auf die Oberseiten der aufgetrenn-

ten Verbundplatten aufgebracht ist;

zeigt eine schematische Seitenansicht auf die Ver-
bundplatten der Klebstofffolie und auf den metalli-

schen Trager;

zeigt eine vergroBerte schematische Seitenansicht

eines Ausschnitts der Figur 6;

zeigt eine schematische Draufsicht auf die Kleb-
stofffolie der Figur 5 und auf die Unterseite der

aufgetrennten Verbundplatten;

zeigt eine vergroberte schematische Draufsicht auf

einen Ausschnitt D der Figur 8;

zeigt eine schematische Seitenansicht der Kleb-

stofffolie mit aufgetrennten Verbundplatten;
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Figur 11 =zeigt eine vergréBerte schematische Seitenansicht

eines Ausschnitts der Figur 10.

Figur 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen metalli-
schen Trager 4 mit vier aufgebrachten, teilweise in Halblei-
terbauteilpositionen 7 getrennte Verbundplatten 3 mit einer
Vielzahl von Halbleiterbauteilpositionen 7. Der Trager 4
weist an seinen Randseiten 18 und 19, die nicht wvon Verbund-
platten 3 bedeckt sind, Perforationen 16 auf, deren Perfora-
tionslécher 17 derart angeordnet sind, dass ein automatischer
Transport sowie ein passgenaues Einfiigen in entsprechende
Haltemechanismen von Fertigungsvorrichtungen méglich ist.
Dieser metallische Trdger 4 wird auch als Flachleiterrahmen
bzw. "Leadframe" aus historischen Griinden bezeichnet, ob-
gleich der metallische Tr&dger 4 keine Flachleiter bzw.

"LLeads" aufweilst.

Vielmehr sind auf dem metallischen Tr&ger 4 unter sog. "Mold-
kappen” in den Halbleiterbauteilpositionen 7 Komponenten von
Halbleiterbauteilen 1 in eine Kunststoffgehdusemasse 8 der
Verbundplatten 3 eingebettet. Zu diesen eingebetteten Halb-
leiterbauteilkomponenten gehdren ein Halbleiterchip und Ver-
bindungselemente von dem Halbleiterchip zu einer Verdrah-
tungsstruktur und zu Metallkontakten. Die Metallkontakte sind
auf den metallischen Trdger galvanisch aufgebracht und von
der hier gezeigten Draufsicht auf vier dieser Verbundplatten

3 eines metallischen Tr&dgers 4 nicht sichtbar.

Die &uBerst rechte Verbundplatte 3 ist in dieser Darstellung
bereits durch Einbringen von Trenngrdben 11 in Halbleiterbau-
teilpositionen 7 aufgeteilt, welche in Zeilen 5 und Spalten 6
angeordnete Halbleiterbauteile 1 aufweisen. Die Trenngrdben

11 werden in die Kunststoffgehdusemasse 8 durch Laserablation
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eingebracht und teilen die Verbundplatte 3 in einzelne Halb-
leiterbauteile 1 auf, die jedoch noch auf dem metallischen
Triger 4 fixiert sind. Da die Oberseite 10 der Verbundplatten
3 frei zuganglich ist, ist es méglich, vor oder nach dem Ein-
bringen der Trenngrédben 11 eine Beschriftung auf der Obersei-
te 13 der Kunststoffgehdusemasse 8 in den Halbleiterbauteil-
positionen 7 vorzunehmen. Dazu ist in Figur 1 ein Ausschnitt

B markiert, der in Figur 2 n&dher dargestellt wird.

Figur 2 zeigt eine vergréferte schematische Draufsicht auf

einen Ausschnitt B der Figur 1. In dem Ausschnitt B sind die
Trenngrdben 11, die eine Halbleiterbauteilposition 7 umgeben,
zu sehen, wobei diese Trenngrdben 11 durch Laserablation ein-
gebracht werden und der gleiche Laser jedoch bei geringerer

Strahlungsintensitdt dazu benutzt wird, um die in Figur 2 ge-
zeigte Bauteilbeschriftung 12 auf die Oberseite 13 der Kunst-

stoffgehdusemasse 8 aufzubringen.

Figur 3 zeigt eine schematische Seitenansicht des metalli-
schen Tragers 4 mit aufgebrachten Verbundplatten 3. Ferner
zeigt Figur 3 einen Ausschnitt A, der in Figur 4 in vergro-

Rerter Form dargestellt wird.

Figur 4 zeigt eine vergroBerte schematische Seitenansicht ei-
nes Ausschnitts A der Figur 3. In diesem Ausschnitt A sind
drei Halbleiterbauteile 1 in Seitenansicht dargestellt, die
durch zwei Trenngrdben 11 in der Kunststoffgehdusemasse 8 ge-
trennt sind. Die Tiefe t der Trenngrdben 11 wird durch den
metallischen Trager 4 begrenzt, wobei wdhrend der Laserabla-
tion aufgrund des héheren Reflektionsvermdgens des metalli-
schen Tridgers 4, der in dieser Ausfiihrungsform aus einer Kup-
ferlegierung besteht, der Laserabtrag in den Trenngrédben 11

begrenzt wird. Dabei entspricht die Dicke d der Halbleiter-
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bauteile 1 der Dicke der auf dem Trédger 4 aufgebrachten Ver-

bundplatten 3.

Auf die Darstellung der Halbleiterkomponenten, wie einer Ver-
drahtungsstruktur auf der Unterseite 9 der Verbundplatte 3
sowie eines Halbleiterchips und seiner Verbindungselemente
wurde in dieser Darstellung verzichtet, da die Figur 4 ledig-
lich eine vergrdBerte schematische Seitenansicht des in Figur
3 gezeigten Ausschnitts A zeigt. Im Prinzip kann diese Tech-
nik des Lasertrennens, dessen Ergebnis in Figur 4 gezeigt
wird, und der Laserbeschriftung, dessen Ergebnis in Figur 2
gezeigt wird, fur die unterschiedlichsten Verbundplatten 3
eingesetzt werden. Eine Verwdlbung der Verbundplatte 3 auf
dem metallischen Trager 4 ist bei dieser Technik unproblema-
tisch. Die Laserablation kann ndmlich in vorteilhafter Weise
derartigen Verwdlbungen nachgefiihrt werden. Auberdem kénnen
Verspannungen und Verwdlbungen, die beim Aufbringen der
Kunststoffgehidusemasse 8 auftreten kdnnten, durch die Trenn-

graben 11 in vorteilhafter Weise ausgeglichen werden.

Figur 5 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Kleb-
stofffolie 14, die auf die Oberseite 13 der Kunststoffgehdu-
semasse 8 der aufgetrennten Verbundplatten 3 aufgebracht ist.
Sowohl die Verbundplatten 3 als auch der metallische Trager 4
sind mit gestrichelten Linien dargestellt, da sie unterhalb
der Zeichenebene und damit unterhalb der Klebstofffolie 14
angeordnet sind. Diese Klebstofffolie 14 dient gleichzeitig
als Haltestreifen 15 fiir die Weiterverarbeitung der aufge-
trennten Halbleiterbauteile 1, wobei diese mit ihren be-

schrifteten Oberseiten 13 an der Klebstofffolie 14 haften.

Die Perforation 16 und die Perforationslocher 17 werden auf

die Haltefolie 15 in Form der Klebstofffolie 14 Ubertragen,
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so dass auf der Klebstofffolie 14 die gleichen Justage- und
Ausrichtméglichkeiten fiir die aufgetrennten Halbleiterbau-
teilpositionen 7 bestehen, wie auf dem metallischen Tr&dger 4.
Demzufolge koénnen auch mehrere metallische Trager 4 auf einer
derartigen Klebstofffolie 14 angeordnet werden. Da die Halb-
leiterbauteile 1 mit ihren Oberseiten 13 durch die Klebstoff-
folie 14 in ihren Positionen fixiert sind, kann nun der noch

vorhandene Tridger 4 entfernt werden.

Figur 6 zeigt eine schematische Seitenansicht auf die Ver-
bundplatten 3 mit Klebstofffolie 14 und metallischem Trdger
4. Ferner zeigt Figur 6 einen Ausschnitt C, der in Figur 7 in

vergrdBertem Mafstab dargestellt wird.

Figur 7 zeigt eine vergréRerte schematische Seitenansicht des
Ausschnitts C der Figur 6. Der Verbundkérper 3 ist hier in
einzelne Halbleiterbauteile 1 bereits durch die Trenngrédben
11 getrennt, wobei auf der Oberseite 13 die in Figur 2 ge-
zeigte Beschriftung der Halbleiterbauteile 1 angeordnet ist
und auf der Unterseite 9 der Verbundplatte‘B eine Verdrah-
tungsstruktur des Halbleiterbauteils 1 angeordnet ist, die
durch Abdtzen des metallischen Tr&dgers 4 von der Unterseite 9

der Verbundplatte 3 freigelegt werden kann.

Figur 8 zeigt eine schematische Draufsicht auf die Klebstoff-
folie 14 der Figur 5 und auf die Unterseiten 9 der aufge-
trennten Verbundplatten 3. Die Halbleiterbauteile 1 sind nach
wie vor in Zeilen 5 und Spalten 6 durch die Trenngrédben 11
aufgeteilt und liegen nach Entfernen des in Figur 7 gezeigten
Tragers 4 vollig frei. Dabei sind auf den Unterseiten 9 der
Verbundplatten 3 nun Metallkontakte zugénglich, die in weite-
ren Schritten mit AuBenkontaktfl&chen 2 bestiickt werden ko&n-

nen. Dieses Bestiicken erfolgt jedoch nicht einzeln, sondern
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parallel und gleichzeitig fiir s&mtliche auf der Unterseite 9
zugangliche Metallkontakte. Dazu kann in einem galvanischen
Bad oder durch stromlose Abscheidung der Metallkontakt ver-

stiarkt werden, wobei auch Aufloétverfahren einsetzbar sind.

Figur 9 zeigt eine vergroéferte schematische Draufsicht auf
einen Ausschnitt D der Figur 8. Auch hier begrenzen die
Trenngrdben 11 ein Halbleiterbauteil 1, wobei auf der hier
sichtbaren Unterseite 9 AuBenkontaktfldchen 2 unterschiedli-
cher GroBen angeordnet sind. In der Mitte des Halbleiterbau-
teils 1 sind auf der Unterseite 9 grdBere Kontaktflachen an-
geordnet als an den Réndern des Halbleiterbauteils. Das
zeigt, dass auf den groReren Kontaktflachen im Zentrum, die
Teil einer Verdrahtungsstruktur sind, Halbleiterchips ange-
ordnet sind, wdhrend die in den Randbereichen angesiedelten
AuRenkontaktflichen 2. als Signalanschlisse oder Stromversor-

gungsanschlisse zum Halbleiterchip hin dienen.

Da samtliche AuBenkontaktfldchen 2 auf der Unterseite 9 ange-
ordnet sind, ist dieses ein Halbleiterbauteil. 1, das oberfléa-
chenmontierbar auf eine tibergeordnete Schaltungsplatine ange-
bracht werden kann, wenn diese ilibergeordnete Schaltungsplati-
ne entsprechende Kontaktflédchen gleicher GroBe und Anordnung
aufweist. Andererseits ist es mdglich, auf diese Aubenkon-—
taktflachen 2 Aubenkontakte in Form von Lotbdllen aufzubrin-
gen und somit ein Halbleiterbauteil 1 zu schaffen, das ilber

Lotkugeln mit libergeordneten Schaltungsplatinen verbindbar

ist.

Figur 10 zeigt eine schematische Seitenansicht der Klebstoff-
folie 14 mit aufgetrennten Verbindungsplatten und einem Aus-

schnitt E dieser Seitenansicht.
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Figur 11 zeigt eine vergrdRerte schematische Seitenansicht
des Ausschnitts E der Figur 10. Auf der Unterseite 9 des
Halbleiterbauteils 1 sind die in Figur 9 gezeigten AuBenkon-
taktflichen 2 angeordnet. Die Trenngrében 11 reichen bis zu
der Kunststofffolie 14, die gleichzeitig eine Haltefolie 15
darstellt. Auf dieser Kunststofffolie 14 kénnen die Aubenkon-
taktfliachen 2, die in Figur 9 gezeigt werden, durch Eintau-
chen in ein Galvanikbad verstdrkt werden. Dabei kdnnen sowohl
Lotlegierungen als auch andere Edelmetallkontaktlegierungen
aufgebracht werden, um einerseits die Metallkontaktflé&chen
der Verdrahtungsstruktur zu verstérken und andererseits diese
Metallflachen als AuBenkontaktfldchen vor Korrosion zu schit-

zen.

Da die AuBenkontaktfldchen nun frei zugénglich sind, kann in
dieser Fertigungsphase jedes einzelne Halbleiterbauteil 1 auf
seine Funktionsfahigkeit getestet werden, und auch auf der
Haltefolie 15 kdnnen Halbleiterbauteile, die nicht den Quali-
tiatsanforderungen entsprechen, markiert werden, so dass nur
die Halbleiterbauteile 1 von der Klebstofffolie 14 bzw. Hal-
tefolie 15 abgenommen und in einem Transportgurt verpackt

werden, die voll funktionstiichtig sind.
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Patentanspriiche

1.

Verfahren zur Vereinzelung von oberfldchenmontierbaren

Halbleiterbauteilen (1) und zur Bestiickung derselben mit

AuBenkontaktflichen (2), wobei das Verfahren folgende

Verfahrensschritte aufweist:

Herstellen einer Verbundplatte (3) auf einem metal-
lischen Tr&ger (4), der in Zeilen (5) und Spalten
(6) angeordnete Halbleiterbauteilpositionen (7) auf-
weist, wofilir Komponenten mehrerer Halbleiterbautei-
le (1) in eine gemeinsame Kunststoffgehdusemasse
(8) zu der Verbundplatte (3) eingebettet werden,
und wobei die Verbundplatte (3) auf ihrer Untersei-
te (9) eine Verdrahtungsstruktur mit Metallkontak-
ten zum Trager (4) hin und auf ihrer Oberseite (10)
eine ebene Flache der gemeinsamen Kunststoffgehau-
semasse (8) aufweist;

Einbringen von Trenngrdben (11) in die Kunststoff-
gehidusemasse (8) der Verbundplatte (3) mittels La-
serablation zum Vereinzeln der Halbleiterbauteilpo-
sitionen (7), wobel die Trenngrdben (11) die Halb-
leiterbauteilpositionen (7) umgeben, und das Ein-
bringen der Trenngrdben (11) in ihrer Tiefe (t) am
metallischen Tr&dger (4) endet;

Aufbringen einer Klebstofffolie (14) als Halte~
streifen (15) auf die Oberseiten (13) der Kunst-
stoffgehdusemasse (8) der Verbundplatte (3);
Fntfernen des metallischen Trdgers (4) unter Beibe-
halten der Halbleiterbauteilpositionen (7) auf der
Klebstofffolie (14) und unter Freilegen der auf der
Unterseite (9) der Verbundplatte (3) angeordneten
Metallkontakte;
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- Verstdrken der Metallkontakte zu oberfldchenmon-
tierbaren Aulenkontaktfldchen (2);

- Testen der Funktionsfahigkeit der Halbleiterbautei-
le (1) auf der Klebstofffolie (14) durch Kontaktie-
ren der aufgebrachten freizugédnglichen AuBenkon-
taktflédchen (2);

- Vereinzeln der Halbleiterbauteile (1) unter Abneh-
men funktionstiichtiger beschrifteter Halbleiterbau-

teile (1) von der Klebstofffolie (14).

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Bauteilbeschriftung (12) mittels Laserablation auf
die Oberseite (13) der Kunststoffgehdusemasse (8) in den

Halbleiterbauteilpositionen (7) aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Verdrahtungsstruktur mit Metallkontakten auf der Un-
terseite (9) der Verbundplatte (3) durch selektives gal-
vanisches Abscheiden von Metallstrukturen auf dem metal-
lischen Trager (4) vorzugswelse aus Kupfer hergestellt

wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

auf die Verdrahtungsstruktur in den Halbleiterbauteilpo-
sitionen (7) vor dem Aufbringen einer Kunststoffgehduse-
masse (8) ein Halbleiterchip aufgebracht und liber Ver-
bindungselemente mit der Verdrahtungsstruktur elektrisch

verbunden wird.
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10.

Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Halbléiterchip mittels Klebetechnik auf die Verdrah-

tungsstruktur aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Halbleiterchip mittels Loéttechnik auf die Verdrah-

tungsstruktur aufgebracht wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

Kontaktflachen des Halbleiterchip vor dem Aufbringen ei-
ner Kunststoffgehiusemasse (8) Uber Bonddrdhte mit der

Verdrahtungsstruktur elektrisch verbunden werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

Kontaktfldchen des Halbleiterchips vor dem Aufbringen
einer Kunststoffgehdusemasse (8) liber Flipchip-Kontakte
mit der Verdrahtungsstruktur elektrisch verbunden wer-

den.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Komponenten der Halbleiterbauteilpositionen (7) in
die Kunststoffgehdusemasse (8) mittels eines Dispens-

Verfahrens eingebettet werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Komponenten der Halbleiterbauteilpositionen (7) in
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11.

12.

13.

14.

15.

die Kunststoffgehdusemasse (8) mittels eines Spritzguss-

Verfahrens eingebettet werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Stop des Laserabtrags in den Trenngrdben (11) der
Kunststoffgehdusemasse (8) durch erhdhte Reflexionsei~

genschaften des metallischen Tr&dgers (4) erreicht wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Laserenergie eines Lasergerdtes fir das Beschriften
der Oberseite (13) der Kunststoffmasse (8) gegeniliber der
Laserenergie fiir das Einbringen der Trenngrdben (11)

vermindert wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Klebstofffolie (14) mit einer Perforation (16) ver-
sehen wird, bevor sie als Haltestreifen (15) auf die
Kunststoffgehdusemasse (8) der Halbleiterbauteilpositio-

nen (7) aufgeklebt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Entfernen des metallischen Trigers (4) unter Beibe-
halten der Halbleiterbauteilpositionen (7) auf der Kleb-
stofffolie (14) mittels Nassidtzen durchgefithrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen des metallischen Tr&gers (4) mittels Plas-

madtzen durchgefihrt wird.
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16.

17.

18.

109.

20.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen des metallischen Tragers (4) mittels Lase-

rablation durchgeftihrt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Verstdrken der Metallkontakte zu oberfldchenmontier-
baren AuBenkontaktflidchen (2) mittels Lottechnik er-
folgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis le,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Verstidrken der Metallkontakte zu oberfldchenmontier-
baren AuBenkontaktfldchen (2) mittels galvano-chemische

Abscheidung erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriliche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Verstdrken der Metallkontakte zu oberfldchenmontier-
baren AuBenkontaktfldchen (2) mittels stromloser Ab-

scheidung erfolgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

auf die AuBenkontaktfldchen (2) funktionsf&higer Halb-
leiterbauteile (1) vor dem Abnehmen von der Klebstofffo-

lie (14) Lotkugeln aufgeldtet werden.
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